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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月9日(2019.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性接着樹脂層内にバンプ用導電フィラーが平面視で規則配列されているバンプ形成
用フィルムであって、該規則配列がフィルムの長手方向に周期的繰り返し単位を有し、フ
ィルムの厚み方向におけるバンプ用導電フィラーの一方の端部を結ぶ直線が、フィルムの
表面に略平行となっているバンプ形成用フィルム。
【請求項２】
　バンプ用導電フィラーの複数個がユニットを構成し、ユニット内の該バンプ用導電フィ
ラー間の最短距離は、該バンプ用導電フィラーの平均粒子径の５０％未満である請求項１
記載のバンプ形成用フィルム。
【請求項３】
　バンプ用導電フィラーの平均粒子径が、略同一である請求項１又は２記載のバンプ形成
用フィルム。
【請求項４】
　バンプ導電フィラーが、金属被覆樹脂粒子である請求項１～３のいずれかに記載のバン
プ形成用フィルム。
【請求項５】
　バンプ用導電フィラーが、半田粒子である請求項１～３のいずれかに記載のバンプ形成
用フィルム。
【請求項６】
　バンプ用導電フィラーの平均粒子径が３～６０μｍであり、絶縁性接着樹脂層の厚さが
、その平均粒子径の０．５～２０倍である請求項１～５のいずれかに記載のバンプ形成用
フィルム。
【請求項７】
　バンプ用導電フィラーの一部が、絶縁性接着樹脂層から露出している請求項１～６のい
ずれかに記載のバンプ形成用フィルム
【請求項８】
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　絶縁性接着樹脂層が、光硬化性もしくは熱硬化性である請求項１～７のいずれかに記載
のバンプ形成用フィルム。
【請求項９】
　請求項１記載のバンプ形成用フィルムの製造方法であって、以下の工程（イ）～（ハ）
：
＜工程（イ）＞
　規則配列された凹部が表面に形成された転写体を用意する工程；
＜工程（ロ）＞
　転写体の凹部にバンプ用導電フィラーを充填する工程；及び
＜工程（ハ）＞
　該転写体のバンプ用導電フィラーが充填された側の表面に絶縁性接着樹脂層を重ねて押
圧することにより、絶縁性接着樹脂層にバンプ用導電フィラーを転着させる工程
を有する製造方法。
【請求項１０】
　更に、以下の工程（ニ）
＜工程（ニ）＞
　バンプ用導電フィラーが転着した絶縁性接着樹脂層に対し、バンプ用導電フィラー転着
面側から絶縁性接着カバー層を積層する工程
を有する請求項９記載の製造方法。
【請求項１１】
　バンプ用導電フィラーが、金属被覆樹脂粒子又は半田粒子である請求項９又は１０記載
の製造方法。
【請求項１２】
　表面のバンプ用のベース電極にバンプが配置された電子部品であって、上述のバンプ形
成用フィルムのバンプ用導電フィラーが該ベース電極のバンプとなるように、該バンプ形
成用フィルムが該電子部品のベース電極形成表面に配置されている電子部品。
【請求項１３】
　表面のバンプ用のベース電極にバンプが配置された半導体装置であって、請求項１～８
のいずれかに記載のバンプ形成用フィルムのバンプ用導電フィラーが該ベース電極のバン
プとなるように、該バンプ形成用フィルムが該半導体装置のベース電極形成表面に配置さ
れている半導体装置。
【請求項１４】
　バンプ形成用フィルムを構成する絶縁性接着樹脂層を硬化させることにより、バンプ用
導電フィラーがベース電極に固定されている請求項１３記載の半導体装置。
【請求項１５】
　バンプ形成用フィラーをベース電極に加熱により金属結合させることにより、バンプ用
導電フィラーがベース電極に固定されている請求項１３記載の半導体装置。
【請求項１６】
　金属結合形成後に、バンプ形成用フィルムを構成する絶縁性接着樹脂層が、硬化した後
に剥離されている請求項１５記載の半導体装置。
【請求項１７】
　表面のバンプ用のベース電極にバンプが配置された電子部品の製造方法であって、
　表面にバンプ用のベース電極を有するバンプレス電子部品の当該ベース電極に対し、本
発明のバンプ形成用フィルムのバンプ用導電フィラーが、該ベース電極に対向するように
、該バンプ形成用フィルムを該電子部品のベース電極形成表面に配置した後、バンプ形成
用フィルムを構成する絶縁性接着樹脂で、バンプ用導電フィラーをベース電極に固定する
製造方法。
【請求項１８】
　表面のバンプ用のベース電極にバンプが配置された半導体装置の製造方法であって、
　表面にバンプ用のベース電極を有するバンプレス半導体装置の当該ベース電極に対し、
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請求項１～８のいずれかに記載のバンプ形成用フィルムのバンプ用導電フィラーが、該ベ
ース電極に対向するように、該バンプ形成用フィルムを該半導体装置のベース電極形成表
面に配置した後、バンプ形成用フィルムを構成する絶縁性接着樹脂層を硬化させることに
より、バンプ用導電フィラーをベース電極に固定する製造方法。
【請求項１９】
　表面のバンプ用のベース電極にバンプが配置された半導体装置の製造方法であって、
　表面にバンプ用のベース電極を有するバンプレス半導体装置の当該ベース電極に対し、
請求項１～８のいずれかに記載のバンプ形成用フィルムのバンプ用導電フィラーが、該ベ
ース電極に対向するように、該バンプ形成用フィルムを該半導体装置のベース電極形成表
面に配置した後、バンプ用導電フィラーを加熱することによりベース電極に金属結合させ
て固定する製造方法。
【請求項２０】
　請求項１２記載の電子部品の表面のベース電極に配置されたバンプ用導電フィラーと他
の電子部品の対応する端子とが、硬化性若しくは非硬化性の導電接着剤又は絶縁性接着剤
を介して接続されているか、または両者の間に金属結合形成することにより接続されてい
る接続構造体。
【請求項２１】
　バンプ用導電フィラーが、金属被覆樹脂粒子又は半田粒子である請求項２０記載の接続
構造体。
【請求項２２】
　請求項１３～１６のいずれかに記載の半導体装置の表面のベース電極に配置されたバン
プ用導電フィラーと他の電気部品の対応する端子とが、硬化性若しくは非硬化性の導電接
着剤又は絶縁性接着剤を介して接続されているか、または両者の間に金属結合形成するこ
とにより接続されている接続構造体。
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